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Procedeu de crestere a structurii p*InP-pInP-n*CdS pentru celule fotovoltaice, care consta in aceea cd, se creste
stratul de p’InP pe un substrat, executat in formd de plachetd de p*InP cu orientarea cristalografica (100),
dezorientarea de 3...5° in directia (110) si concentratia purtitorilor de sarcini de 10*® cm?, se depune, pe partea
frontala a plachetei, prin metoda volumului cvasi inchis stratul de n*CdsS, se depune pe partea posterioard a plachetei
un contact ohmic din Ag+5%2n, se trateaza termic la temperatura de 450°C, se depune un contact ohmic din In pe
stratul de n*CdS, se trateaza termic la temperatura de 250°C, si se depune prin metoda evaporarii cu fasciculul de

electroni, la temperatura de 300°C, un strat antireflector de SiO».



